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Экспериментал тадқиқотларда объект сифатида монокристал кремний 
пластиналари негизига қурилган диффузион р-п-ўтишга эга фотоэлектрик 
қурилмалар танлаб олиниб, уларнинг ВАХ ва максимал қувватининг салт 
ишлаш кучланишига боғланиш графиклари НҚҚҚга эга ва НҚҚҚсиз ҳо-
латлар учун ўлчанди.  

Ўлчов қурилмалари сифатида АҚШ (2019 й.) да ишлаб чиқилган 
“Sinton Instrument WCT-120” қурилмаси ва унинг “Suns-Voc” мосламаси-
дан фойдаланилди [68; https://portal.tpu.ru/SHARED/n/NASA/Education/
NiVIE/ Tab/p2.pdf]. Монокристалл асосли қуёш элементининг SiO2 оп-
тик қатламга эга бўлган ҳолати учун ВАХ ва максимал қувватнинг салт 
ишлаш кучланишига боғлиқлиги графиклари 1,2- расмларда келтирилган. 

1- ва 2-расмлардаги маълумотлардан шуни аниқлаш мумкинки, крем-
нийли ФҚнинг фойдали иш коэффициенти (ФИК) 13,06 %дан НҚҚҚ ҳи-
собига 18,58 %гача кўтарилар экан. Ёки ФИКнинг нисбий ортиши НҚҚҚ 
ҳисобига 36 %ни ташкил этади. 
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Ўрганилган ФҚ намуналари сиртининг НҚҚҚ қоплангунча ва НҚҚҚ 
қоплангандан кейинги фотокўринишлари оптик қатлам қопланиши ҳи-
собига унинг сиртининг тубдан ўзгариши ва рангли тусга киришини 
3-расмда кўриш мумкин. 

Кремнийли фотоэлектрик қурилманинг НҚҚҚ қопланмаган (1-расм) 
ва қопланган (2-расм) ҳолатлари учун “Sinton Instrument WCT-120” авто-
матик ўлчов натижаларидан бир қатор зарурий маълумотларни аниқла-
шимиз мумкин. Жумладан, ФҚнинг асосий фотоэлектрик параметрла-

Расм - 1. Кремнийли фотоэлектрик 
қурилманинг НҚҚҚ қопланмаган ҳолатла-
ри учун ток зичлиги ва максимал қувват 

зичлигини кучланишга боғлиқлиги.

Расм - 2. Кремнийли фотоэлектрик қурил-
манинг НҚҚҚ қопланган ҳолатлари учун 
ток зичлиги ва максимал  қувват зичлиги-

ни кучланишга боғлиқлиги.

Расм - 3. Кремнийли фотоэлектрик қурилманинг НҚҚҚ қопланмаган (чапдаги) ва қо-
планган ҳолатларининг фотокўриниши.
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рини аниқлаб, оптик қатлам билан қопланган ва қопланмаган юзаларни 
таққослашлар 1-жадвалда киритилди. 

Жадвал 1.
“Sentaurus” дастури ёрдамида олинган натижалар

Мазкур қурилмада ФҚларнинг характеристикаларини ўлчашнинг 
муҳим жиҳатларидан бири шундаки, ўлчов жараёни импульсли режимда 
амалга оширилади. Бу эксперимент хатоликларининг минимал бўлишини 
таъминлайди. 

Юқоридаги ҳисоблашларда асосан “PVlighthose” ва “SRGraphs” да-
стурларидан фойдаланилган эди. Уларнинг натижалари ва ўтказилган 
экспериментал  тадқиот натижалаининг тўғрилигини такшириш мақсади-
да “Sentaurus” дастури ёрдамида кремний асосли р-п-ўтишли ФҚ модел-
лаштирилди ва унинг ВАХ тузилди (4-расм). 

ВАХдан фойдаланиб ФҚнинг асосий фотоэлектрик параметрлари 
аниқланди ва натижалар НҚҚҚли ва НҚҚҚсиз ҳолатлар учун 1-жадвалга 
киритилди. 

Мазкур ФҚнинг моделлаштирилган намунасининг геометрик ўлчамла-
ри 1000 × 1000 мкм2, база қалинлиги dp=170 мкм ва dn=1,5 мкм. Тажрибада 
ва ҳисоблашда олинган натижалар қийматларидаги фарқ айнан ана шу би-
лан боғлиқдир. 

Расм - 4. Кремнийли фотоэлектрик қурилманинг НҚҚҚ қопланмаган (1) ва қопланган 
(2) ҳолатларидаги ВАХлари.
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Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки икки муҳит сиртига ёруғлик 
нури тушганда кузатиладиган қайтиш ва синиш ҳодисаларининг физик 
назарияси асосида бир ва кўпқатламли оптик қатламларни фотоэлектрик 
қурилмаларда қўллаш мумкин. Кремний сиртида нур қайтишига қарши 
қатламларни қўллашда уларнинг оптик синдириш кўрсаткичлари қийма-
ти билан бир қаторда уларнинг нурни ютиш коэффициентларини эъти-
борга олиш зарурий шарт хисобланади. Кремний асосли фотоэлектрик 
структуралар учун бир ва кўпқатламли оптик қатламларни қўллаш орқали 
самарадор фотоэлектрик қурилма базасининг қалинлигини камайтириш 
шартлари аниқланган. Монокристалл кремний негизида диффузия усули-
да р-п-ўтиш ҳосил қилиш орқали тайёрланган фотоэлектрик қурилманинг 
самарадорлигини кремний икки оксиди қоплаш орқали 1,36 марта оши-
риш имконияти экспериментал тасдиқланди. 
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РЕЗЮМЕ
Ушбу мақолада SiO2 қатлам қўллаш орқали монокристалл кремний асосли фотоэлектрик қу-

рилманинг самарадорлигини ошириш имкониятини экспериментал ўрганиб чиқилди.
РЕЗЮМЕ

В данной статье экспериментально исследована возможность повышения эффективности фо-
тоэлектрического устройства на основе монокристаллического кремния за счет использования 
слоя SiO2.

SUMMARY
In this article, the possibility of increasing the efficiency of monocrystalline silicon-based photoelectric 

device by using SiO2 layer was experimentally studied.


